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MHB 4116 DYNAMICKA NMOS PAMET 16384 %1 BIT
MHB 4116C

AWHAMUYECKAR NAMATE C NPOWU3ZBONLHBIM FTOCTYMOM 168K%1 DYNAMIC RAM 16Kx1 » DYMNAMISCHER RAM SPEICHER
18K X1

L J
Dynamicka pamat RAM s kapacitou 16384 BIT.

16}
Organizacia pamiti: 16384 <1 bit —] 7
Technol6gia vyroby: NMOS s dvojitou vrstvou 3
polykrys$talického kremiku. B
Stuperi integracie: 105 1]
10
Puzdro: DIL 16 09
Hmotnost: max. 149 TR
Zapojenie vyvodov
Pamit natuije: A, + A, Vstupy adries
gl l ; R Lo L RAS Strobovanie adresy riadkoy
— pracuje so $tyrmi napajacimi napatiami U, =45 V: CAS Strobovanie adresy stipcoy
Uss =0; Ugg=—5V; Uy, =+12V DI Vstup tdajov
— Zlucitelna s obvodmi TTL. DO Vystup Gdajov
WE Zapis Gdajov do paméti
Ugg Zem (spolocny bod napaj. zdrojov)
U Hlavné napsjacie napatie (+12 V)
Ugg Predpétie substratu (—5 V)
Upe Napajanie vystupu udajov (+5 V)
Popis funcie

Pamétova bunka je jednotranzistorova S pamatovou kapacitou. Pamatova matica je rozdelena na dve syme-

tricke Casti po 64 riadkov a 128 stlpcov. Citacie stipcové zosilfovace si ties symetrické a pracuji do samos-
tatnej zbernice vstup—vystup pre obidve &asti paméatovej matice.

Pre naadresovanie jednej z pamatovych buniek je potrebné 14 adresnych bitov. Aby bolo mozné zapuzdri (-
1o pamat do puzdra so 16 privodmi, pouzilo sa multiplexovanie siedmich adresnych vstupov (AQ + AB) pomo-
cou hodinovych signalov %. CAS. Signal RAS pri prechode do aktivneho stavu (z Grovne H do Grovne L)
zapiSe stav adresnych vstupov do registra adresy riadkov, signal CAS pri prechode do aktivneho stavu prepi-
Se stav adresnych vstupov do registra adresy stipcov. Dekoédovanim stavu registra adresy riadkov sa nastayi
dany riadok pamatovej matice a dekodovanim stavu registra adresy stlpcov sa riadi prislusny stipcovy zosil-
novac. Signaly RAS, CAS, uvolnenie a sekvencia impulzov si riadené tiez hodinovymi impulzami generova-
nymi vo vnitri obvodu, Pre spravne prenesenie uplnej adresy do obvodu treba dodrzat doby predstihu a pri-

drzné doby adresnych vstupov vzhladom k zostupnym hranam signalov RAS, CAS a ¢asovanie samotnych
signalov RAS, CAS.

Vstup a vystup dat (DI, DO) st oddelené. Rezim citania a zapisu je riadeny signalom WE, Informacia je zapl-
sana do naadresovanej bunky kombinaciou signalov WE, EQES pocas aktivnej doby signalu RAS. V cykle z&-
pisu (WE je aktivny) vystup dat je neaktivny. Vystup dat, ktory neinvertuje data zapisané do danej pamafovej
bunky, je aktivny v cykle &itania, ked WE je na Urovni H, poéas aktivnej doby signalu CAS.

Popisana vlastnost obvodu sa VyuzZiva na aktivovanie obvodu pri vytvarani pamétového systému: Vyber pa-
matovej bunky daného obvodu sa uskuto&ni len v pripade, ak s dekédované oba signaly RAS, CAS.

Cinnost paméti mo2no urychlit v niektorych aplikaciach pomocou rezimu strankovania (PAGE MODE): V pri-
pade, Ze za sebou maju byt aktivované pamatové bunky nachadzajuce sa v tom istom riadku pamétovej mati-
ce,nie je potrebné v kazdom cykle zvlast naadresovat riadok pomocou signalu RAS.

V strankovom mdde PO naadresovani daného riadku signalom RAS naadresuje prva bunka signalom CAS,
uskutoéni sa dalie adresovanie signalom CAS atd.
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Pre spravnu funkciu dynamickych paméti je potrebné pravidelné obnovenie informécie v paméatovych bun-
Kach (REFRESH). K obnoveniu informacie dochadza naraz vo vSetkych bunkach naadresovaného riadku po-
tas cyklu zapisu, alebo ¢itania. Pricom je potrebné, aby k procesu obnovenia informéacie doslo v kazdom
fiadku minimélne raz za dobu fg.

V pripade, Zze pamat nie je funkéne &inna a je potrebné uchovat informaciu zapisani do paméfovej matice,
mozno vyhodne pouZit rezim obnovenia informacie signalom RAS (RAS ONLY REFRESH MODE), pri ktorom
Ide 0 postupné naadresovanie v$etkych 128 riadkov signalom RAS pri¢om signal CAS je neaktivny. Tento re-
2im je zvlast vyhodny z hladiska prikonu.

Obvod MHB 4116 je pamatovy obvod navrhnuty premyslenou architektlrou a vyrobeny modernym technolo-
gickym postupom. Je ureny hlavne pre aplikacie vo vacsich pamatovych systémoch, ale hlavne v posled-
nom case je vyuzivany aj v mikropoc&itaovych aplikaciach. Typy MHB 4116/3 a MHB 4116/4 sa li$ia od pre-
yedenia MHB 4116 dynamickymi viastnostami.

Z aplikaénych pravidiel najdélezitejSie je dodrzanie poradia zapinania a vypinania napéajacich zdrojov. Zasa-
dou je, Ze zdroj Uss musi nabiehat prvy a vypinat posledny. Dynamicka paméat odobera z napéjacich zdrojov
pocas pracovného cyklu prady s réznymi amplitidami, s rychlymi zmenami a relativne vysokymi prechodovy-
mi $pickami. Velmi délezité je usporiadanie privodov napajacich napéti na plognom spoji a rozmiestnenie blo-
kovacich kondenzatorov. Budite hodinovych a adresnych signélov musia byt umiestnené &o najblizie k pa-
méfovému systému a musia byt k nemu pripojené o najkratéimi privodmi. Na obmedzenie parazitnych

mitov pri prepinani signalov sa doporuéuje pouzivat pre adresné a hodinové vstupy sériové odpory, alebo
ochranné diédy.

qznémka: Pri prepojeni napajacich napati je cca 8 pracovnych cyklov potrebnych pre nastavenie vnitor-
nej logiky obvodu do funkéného stavu. To znamen4, Ze pocas tychto cyklov logicka funkcia obvodu sa neza-
fucuje.
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|388] 2 | roLovooigove pamen o pamET RaM

Menovité hodnoty statické:
Uss =0V Ugg=—45+-55V; Usc=+45355V; Upy=+10,8++132 V; B, =0++70%

Hodnota
Parameter Ozn. Jedn. Poznamka
min. max.
Stredna hodnota napéjacieho prudu Iop fon mA 35 lee="510ns
Napajaci prid v statickom (nefunkénom) rezime fooz mA 1,5 Ugps = Uy
Prad zo zdroja U, lee BA =10 10 DO neaktivny
Prid zo zdroja Ug, Ien A 200 tae =510 ns
Zvodovy prud vstupov [ A —-10 10 Uy=0az+7V
Vstupna drover ,,L" U, v 0.8
Vstupna droven ,,H" pre vstupy AD — A6, DI (T v 2.4
Vstupna arovert ,,H" pre vstupy RAS, CAS, WE U v 27
Prud vystupu v neaktivnom stave lour LA —10 10 Up=0az+55V
Vystupna droveri ,L“ UoL v 0,4 lop =3,2mA
Vystupna uroven ,,H" Uny v 2.4 low==—5mA
Hodnoty kapacit Uss=0V; Ugg=—5V; Upp=+12V, B, =+25%C
Parameter Ozn. Jedn. Hodnota Pozn.
Kapacita vstupov AQ — A6 Cii pF £5 U=5Y
Kapacita vstupov RAS, TAS, WE, DI Cia pF <10 f =1 MHz
Kapacita vystupu DO Cour pF 57

Menovité hodnoty dynamické — MHB 4116/3, MHB 4116/3C:
Uss=0V; Ugg=—45+—55V; Ug=+45+55V; Upp=+10,8++132V: B, =0+470°C

Hodnota
Parameter Ozn. Jedn.
min. max.
Doba cyklu ¢itania alebo zapisu L lro ns 375
Doba cyklu ¢itania a zapisu tawe ns 375
Doba pristupu od signalu RAS e ns 200
Doba pristupu od signalu CAS toac ns 135
Nabijacia doba RAS signalu ns 120
Dizka signalu FAS fae ns 200 32 000
Dlzka signalu TAS ol ns 135 10 000
Doba predstihu adresy pred RAS tisn ns 0
Doba predstihu adresy pred CAS P ns -10
Doba predstihu povelu-¢itanie thes ns 0
Pridrzna doba povelu-éitanie tacn ns 0
Vypinacia doba vystupu lore ns 0 50
Doba abnovenia taer ms 2
Oneskorenie CAS signalu BAS biein ns 25 65
Nabijacia doba CAS ku RAS i ns —-20
PridrZna doba adresy riadkov Taisi ns 25
Pridrzna doba adresy stlpcov s ns 55
Pridrzna doba adresy stlpcov k BAS B ns 120
NabeZna a tylova hrana vstup. sig. t; ns 3 50




Typ Druh Pouzdro

MHB1902 Statickd pamét CMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace paméfové matice 64 fadkd po 16 buh- 10—18
MHB1902C kach, vstup @ vystup dat je oddélen, vystup tfistavovy hradlovany signdlem CE. Provoz pro 10—18/C
uchovani informace vyiaduje napdjeci napéti min. 25 V. Typ MHB1902C je v keramickém

pouzdru.
MHB2102 Statickd paméf NMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace pométové matice 32 X 32, vstup 10—14A
MHB2102/2 a vystup dat je oddélen, vystup tristavovy aktivovany signalem CE.
MHB2114 Staticka paméf NMOS RAM 1024 x 4 bity s polykrystalickym hradlem, orgonizace pamétové 10—18/1

matice 64 x 16, vstup a vystup dat je spoleény, vystup tfistovovy. Systém obsahuje vnitini
blok generdtoru piedpéti substratu, pracujiciho na principu nabojové pumpy (Charge Pump),
ktery je piipraven k provozu asi 500 us po pfipojeni napdjeciho napéti Ucc.

MHB2500 Statické pevné paméti ROM 2560 bitd, vyrobené technologii MNOS na kiemikové podloice 10—15/1
fada typu N s tranzistory s kandlem P; mohou pracovat s organizaci 256 slov po 10 bitech nebo

512 slov po 5 bitech. Vystupy tfistavové, hradlované signdlem CS. Organizace, obsah paméti

a nastaveni signalt CS se vkladaji béhem vyroby prepojovaci maskou.

MHB2501 Generdtor alfanumerickych znakd v latinské abecedé; kod znoki ASCIl odpovida CSN
MHB2501A 36 8802, RVHP RS 2175-69. Organizace paméti 512 » 5, matice znaku 5 x 7.
MHB2502 Generator alfanumerickych znakdi v ruske abecedé; kéd inaki odpovida normé RVHP
MHB2502A RS 2175-69. Organizace paméti 512 x 5, matice znaku 5 x 8. s
MHB2503 Pievodnik sedmibitového kodu 1SO/7 na dalnopisny koéd CCIT2 nebo CCIT2 no ISO/7. Orga-
nizace 256 x 10.
MHB4116 Dynamicka poméf NMOS RAM 16384 X 1 bit s paméfovou matici rozdélenou na dvé 10—14A
MHB4116C symetrické asti po 64 fadeich a 128 sloupcich. Paméfovd bunka jednotranzistorovd s pa- 10—18/C

mélovou kapacitou. Pamét vyzaduje obnoveni informace vidy po 2 ms ¢innosti a to 128 cykly
éteni nebo prazdnymi cykly. Vystup tristavovy.

MHB8608 Statické paméi NMOS PROM 1024 < 8 biti naprogramovand vyrobcem. Vstupy a wystupy 10—151
jsou plpé sluéitelné s obvody TIL. Vystupy tiistavove, aktivuji se signdlem pro vybér
obvodu CS.

MHB8708C Programovatelné pamét NMOS EPROM 1024 x 8 bitd s moinosti mazéni obsahu paméti 10—15/2

ultrafialovym svétlem s vinovou délkou max. 0,4 um. Davka energie pro mozdni min.
15 Wsem 2 pii zdroji zafeni 0,2537 wm. Pii provozu Eteni je funkce obvodu plné_staticka.
Vstupy a vystupy sluéitelné s obvody TTL. Vystupy tiistavové, aktivuji se signdlem

MHB1902 MHB2114 MHB2501, A MHB4116 MHB8608
MHB2102 MHB2502, A MHB4116C
MHB2503, A
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